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名古屋工業大学との共同研究契約締結について 

 

 大陽日酸株式会社（社長：田邉 信司）は、国立大学法人名古屋工業大学と平成 25

年 10 月 1 日付で「大口径 Si 基板上の GaN の成長技術及びデバイス評価技術に関する

研究」の共同研究契約を締結しました。 

 本共同研究は、当社が名古屋工業大学の「窒化物半導体マルチビジネス創生センター」

へ納入した有機金属気相成長（MOCVD）装置を使用して行います。 

 

記 

 

１．名古屋工業大学「窒化物半導体マルチビジネス創生センター」について 

 ガリウムナイトライド(GaN)系電子デバイス研究の第一人者である名古屋工業大学

の江川孝志教授らが開発した「シリコン(Si)基板上にガリウムナイトライド(GaN)結晶

を成長する技術」を核に窒化物半導体パワーデバイスの実用化および事業化に向けた

研究開発推進拠点「窒化物半導体マルチビジネス創生センター」が本年 9 月 1 日に発

足し、9 月 20 日に盛大な開所式典が催されました。 

当センターにおいて、産学官が連携して「一つ屋根の下」型で研究開発プロジェク

トを推進します。国内の装置・材料・デバイス関連など多くの企業が参加し、当社は

MOCVD 装置を用いた気相成長工程での特性評価を担います。 

 

【窒化物半導体マルチビジネス創生センター】 

住所：〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 

参加企業等：大陽日酸株式会社含む 12 社及び 1 研究機関 

 

２．共同研究の概要 

・名古屋工業大学と当社は、平成 23 年から Si 基板上に GaN 結晶を成長する技術につ

いて共同研究を行ってきました。 

・これまでの共同研究では、Si 基板のサイズは 4 インチもしくは 6 インチを主に取り

組んでおりましたが、当センター創設を機に 8 インチ基板での量産化に、より重点を

置いた共同研究にステップアップすることとなりました。 

・当センターが有する、後工程を含めた 8 インチ GaN 電子デバイス試作に対応できる

世界で唯一の設備を使用することで、デバイスのパイロット生産及び、実践的な実証

確認が可能になります。 
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３．当社の今後の計画 

本共同研究および当センターでのプロジェクトを通じて、量産型 MOCVD 装置関連の

データ集積を図るとともに、マーケット情報の収集、参加企業との関系を深めること

により、従来の LED 製造用途に加え、パワーデバイス製造用途での MOCVD 装置の市場

拡大を目指します。 

 

以上 

 

 

共同研究に使用する世界最大処理能力(8 インチ×6 枚対応)を誇る 

当社製 MOCVD 装置(センター設置) 

 

本件に関するお問い合わせ 

大陽日酸株式会社 

東京都品川区小山 1-3-26 東洋 Bldg. 

電子機材事業本部化合物事業部 

TEL:03-5788-8460 

管理本部広報・ＩＲ部 国谷・鎌田 

TEL:03-5788-8015 


